Electrénica Béasica, 2° GITT

Tema 1. Modelos

m Introduccidon
m Modelo Estatico o DC

s Modelo Dinamico o AC
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T1-Modelos

Electrénica Basica, 2° GITT

Modelos
] .
e -
Asi por ejemplo una [ =
Resistencia verifica la -l
ley de Ohm: ) =) s
R, St e
—> o= e f| 5 [
i=mn YW B
V, Un sistema no dispone de un nico mod-
elo, pudiendo distinguir por ejemplo:
Alternativamente:
= Manual / Cualitativo
_ _ _ o = Analitico / Cuantitativo / Computacional
Una resistencia es un dispositivo « Prototipo
cuya caida de tensidon es propor-

cional a su intensidad Cada uno de ellos tiene:

= precisiéon (modelo vs realidad)
= coste econémico

= simplicidad /complejidad
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T1-Modelos Electrénica Béasica, 2° GITT

Modelos Analiticos
ley de Ohm: V; = R, 4 Un dispositivo tiene diferentes modelos

s Variables

e V. Independientes = para diferentes contextos

e V. Dependientes

= Parimetros = con diferentes precisiones

No todos los pardmetros son constantes , : :
Seglin la dependencia con el tiempo

= |nfluencia temperatura

« Tolerancia m Modelo Estatico

= Envejecimiento o,
» Modelo Dindmico
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T1-Modelos

Electrénica Basica, 2° GITT

Modelo DC

Se caracteriza por:

» Estdtico
= No lineal
= Amplio rango aplicacién ( gran sefial )

En el caso del diodo:

Modelo exponencial
Vd
Id = IS —1 + €n—Vt
I : corriente de fuga
n : coeficiente de emisién
V; : tensidn dependiente de temperatura
Vi =214,V =26mvQT = 300K

Modelo ideal

V =V, si
I =0 cuando
Modelo cualitativo

I >0
V < Vf
El diodo conduce cuando esta directamente

polarizado, y cuando se polariza inversa-
mente esta cortado

Id
T T
S SO 8m|.
ly I 6m
— e | T
A I K
~__
Va Aml
I e, am| ol
| | | | | | | | | | | | I I I Vd
1 1 1 1 1 _\05 1 1 1 1 0 1 T 1 I I I
Id
c
O
o
©
2
@]
Diodo Off Vg
Vf

J.Chavez, Departamento Ingenieria Electrénica - ESI - Universidad de Sevilla



T1-Modelos Electrénica Bésica, 2° GITT
Modelo AC
Se caracteriza por: Id
Simbolo Componente T
= Dinamico LI T Y ]
; . A | Kl em| .. i
m Linealizado —
= Aproximacién (semiconductores) | [ I
6m
» Reducido rango ( pequena seiial ) [T eamat [ I
[q=5mA| ™
"""""""""""""""""""""" i, = —2mA i
IR amf
T am|
En el caso del diodo, linealizando: e ; v
-1 -0.5 0 1
AV, = kAl Model o pequefia sefal
’Ud(t) — R id(t> 1
f B B 14(t) K=Rf
ol I. Vd Ji A K
k_lzRf_l _ —djv——senvt: d —/\/\/\—
oV, 'd n V4 n Vi [
Vy(t)
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Linealizacion
El desarrollo en serie de Taylor permite aproximar con una serie polinomial.

Flz)) = F(z,)+ lﬁgf)} ) (21 — 20) + [%] ) (21 — 20)2 + . ..

F(x1) — F(z,) =~ k(r1—z0)
k Az

>
B
2

La serie truncada

m €S una aproximacion

m es lineal

= depende del X,

- .
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T1-Modelos Electrénica Basica, 2° GITT

Composicion de modelos

Excitacion Y Respuesta
X
-
0 O
t t
| “\iﬁ Y(t)
Sistema o)
&/
0 X(t) \ y(t) 2
t : :
0 : Modelo | 0 Cf)
~— t : 1 \/ ¢
X(t)= X+ x(t) o | S
sefal - media pequenia Modelo AC Modelo AC
3 Baja Frecuencia Alta Frecuencia
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Electrénica Béasica, 2° GITT

T1-Modelos
Ejercicio
D Resolucidon dindmica
1 IL la fuente de entrada tiene ahora como valor

Rp = 1kQ; Vi(t) = bv 4+ 0,2v sin(w t);
n=11,=10nA

Resolucién estdtica

la fuente de entrada tiene ahora como valor
Vs = 5v . Empleemos el modelo ideal del diodo,
que estard en conduccién al ser I, > 0.
Supongamos V; = 0,5v , podemos conseguir
una primera estimacion de la corriente:

Ip o 2 =45mA y Vi o 4,50

Podemos refinar el valor de V/; una vez que cono-
cemos el nivel de corriente I, : Vy = 0,338v .

N vs(t) = 0,2v sin(w t) , el diodo se compor-
ta como una resistencia de valor:
Rf — n_Vt — 1x26mV ~ 10@

Iy 4.5mA

Mediante un divisor de tensiones tenemos:

_I_
Vs C) R vr(t) = vs(t) RR# ~ 0,2v sin(wt) vy
L] |V, ) LT
i(t) = UE—L = 0,2mA sin(w t)

Ry iL(t)

.
¢

Solucién estimada

Vi(t) ~ 4,5v + 0,2v sin(w t)
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